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Siemens Transistor BF255 Datasheet

BF 254, BF 255

NPN-Hochfrequenz-Transistoren

BF 264 und BF 255 sind epitaktische NPMN-Silizium-Hochfrequenz-Transistoren in
Planar-Technik mit Kunststoffumhillung (TO-92 Z).

BF 254: Zum Einsatz in AM-FM-ZF-Verstarker sowie flr Eingangsstufen im
Kurz-, Mittel- und Langwellenberaich.

BF 2585: Zum Einsatz in Vor-, Misch- und Qszillatorstufen bis in den UEKW-Bereich.

zims:

Typ | Bestellnummer 0i6® N é BEL

BF 254 062702-F201 3 @

BF 255 Q62702-F202 i
ettt b —IM

b

Gewicht 0.25 g bdaie in mm

Grenzdaten BF 264 BF 255

Kollektor- Basis-Spannung Ueao 30 30 v

Kollektor-Emitter-Spannung Uecea 20 20 v

Emitter-Basis-Spannung Uepo ] 5 v

Kollektorstrom I 30 30 m&,

Sperrschichttemperatur T 125 125 *C

Lagertemperatur T. —85 bis +1256 “C

Gesamtverlustieistung Peoe 220 | 220 mvW

Wiarmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Luft Ruwgu | =450 | =450 |grdjW

Statische Kenndaten (T, = 25 °C)

Basis-Emitterspannung

(Uee =10V I =1 mA) Uge 0,68 0,68 v

Basisstrom

(Uge =10V: Iz = 1 mA) An 8.7 15 A

(4.5 bis15)| (8 bis 28)

Gleichstromverstirkung
(Uge = 10V: I = 1 ma) 8 115 67
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Siemens Transistor BF255 Datasheet
BF 254, BF 255
Dynamische Kenndaten (Ty = 25°C) BF 254 BF 255
Transitfrequenz
(Ueg =10V, Iz =1 mA) fr 260 200 MHz
Rauschmalk (e =10V,
Ie =1 mA)
bei f = 200 kHz. g, = 2m5') F 1.5 - dB
bei f = 1 MHz, g, = 1,56 m%') F 1.2 - dB
bei f = 1 MHz, gz = 20 m5") F - 35 dB
bei f = 100 MHz, g; = 10 mS') F 4 4 dB
Mischrauschmal (Ueg= 10V:
I =1 mA)
bei f = 200 kHz, g, = 0.6 m5') Fe 3 - dB
bei f =1 MHz. g, = 1.2 m3") F. 2 — dB
bei £ = 200 kHz. gg = 1.2 m3') Fe - 4 dB
bei f = 1 MHz, g; = 1.5 m3') Fe - 25 dB
Rickwirkungskapazitat
Uee = 10V: Ip = 1 mA:
f = 450 kHz -\ 1e 0,85 0.85 pF
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C) BF 254
Vierpolgréen
Arbeitspunkt: (Uee= 10V Iz = 1 mA)
f=450 kHz: Gi1a=0.33mS |Vige | = 285 Voo | = 3I6mMS gy = 65
by1e= 0065mS —p,,, = 90° —Pria 0 byre = 4.5 p5
Cye= 23 pF Cite = 1.8 pF
f=10,7MHz: 9,,=045mS | Vs | = 65 S |Vae| = 36 mS g4y, = 8,55
b, =15mS5 =g, =90° e = Ba3e = 0.11mMS
Cye= 22 pF Cae = 1.6 pF
f=100MHz: gup=36mS |yl =420uS |y =33 mS gy = 22us
b= 3mS —p, =88° wy = 146% by = 1.1mS
=L n= 4.8 pF Caw = 1.76pF

') gy = Generatorleitwart f1—}

Ra
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Siemens Transistor BF255

BF 254, BF 255

Datasheet

Dynamische Kenndaten (7, = 26°C) BF 255
Vierpolgrofen

Arbeitspunkt: (Uee=10V: 1. =1 mA)

f=450kHz : g.,=05mS |y | = 2808 [yue]| = 36mMS gy

ne= 0.08 mS —p,, = 90 1™

=107 MHz: g4,,= 0.6 m5 |y |
biyy=20mMS —pyse
Cyye = 30 pF

20 —Fe

F=100 MHz: §,u=38m5 |V¥im|
—b||b=1 |T|S _w”h
_clnh: 1|ﬁ pF

85® =Fup

60 uS |¥ie | = 36 mS

=10°

A10 S | ¥y | = 34 mS

= 140°

b b1 ]

Chae =

T11e
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BF 254, BF 255

Temparaturabhéngigkeit der
zulassigen Gesamiverlustlaistung
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